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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中央部に位置する有効発光領域と、外周部に位置し、前記有効発光領域を囲むダミー領
域とを有するＴＦＴパネルと、前記有効発光領域に配置された複数の発光素子と、前記ダ
ミー領域に配置された複数の非発光素子と、を有する有機ＥＬディスプレイパネルであっ
て、
　前記発光素子は、
　　前記ＴＦＴパネルに内蔵された薄膜トランジスタと、
　　前記ＴＦＴパネルにおける前記発光素子の領域の一端部に設けられたコンタクトホー
ルと、
　　前記ＴＦＴパネル上に配置され、前記コンタクトホールを介して前記薄膜トランジス
タと接続した画素電極と、
　　前記画素電極上に配置された有機機能層と、
　　前記ＴＦＴパネル上に配置され、かつ前記有機機能層の配置領域を規定するバンクと
、
　　前記有機機能層上に配置された対向電極と、を有し、
　前記非発光素子は、
　　前記ＴＦＴパネル上に配置されたバンクと、
　　前記バンクによって規定された領域内に形成された有機機能層と、を有し、
　前記複数の非発光素子のうち、前記発光素子の領域の他端側で前記発光素子に隣接する
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前記非発光素子のみが、前記ＴＦＴパネルにおける前記非発光素子の領域の一端部に設け
られたホールをさらに有する、有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項２】
　前記複数の非発光素子のうち、前記有効発光領域に隣接する前記非発光素子は、前記Ｔ
ＦＴパネルに内蔵された薄膜トランジスタをさらに有し、
　前記非発光素子が有する薄膜トランジスタは機能しない、請求項１に記載の有機ＥＬデ
ィスプレイパネル。
【請求項３】
　前記複数の非発光素子のうち、前記有効発光領域に隣接する前記非発光素子は、前記Ｔ
ＦＴパネル上に配置された画素電極をさらに有する、請求項１に記載の有機ＥＬディスプ
レイパネル。
【請求項４】
　前記複数の非発光素子のうち、前記有効発光領域に隣接する前記非発光素子は、対向電
極を有さない、請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【請求項５】
　前記バンクは、前記素子の四方を囲む、請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネル
。
【請求項６】
　前記バンクは、一列に並んだ前記素子を規定する、請求項１に記載の有機ＥＬディスプ
レイパネル。
【請求項７】
　請求項１に記載の有機ＥＬディスプレイパネルを製造する方法であって、
　薄膜トランジスタが配置された基板上に平坦化膜を形成することで前記ＴＦＴパネルを
準備するステップと、
　前記有効発光領域の前記ＴＦＴパネルの平坦化膜における前記発光素子の領域の一端部
に前記コンタクトホールを形成し、前記ダミー領域のうち、前記発光素子の領域の他端側
で前記発光素子に隣接する前記非発光素子が形成される領域の前記ＴＦＴパネルの平坦化
膜における前記非発光素子の領域の一端部にのみ、前記ホールを形成するステップと、
　前記ＴＦＴパネルの前記有効発光領域に画素電極を形成するステップと、
　前記ＴＦＴパネル上に前記バンクを形成するステップと、
　前記バンクによって規定された領域内に前記有機機能層を塗布形成するステップと、
　前記ＴＦＴパネルの前記有効発光領域上に前記対向電極を形成するステップと、を有す
る、有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬディスプレイパネル及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ＥＬディスプレイパネルとは、有機化合物の電界発光を利用した発光素子を有する
ディスプレイパネルである。つまり、有機ＥＬディスプレイパネルは、カソード及びアノ
ード、並びに両極の間に配置された電界発光する有機化合物を含むＥＬデバイスを有する
。電界発光する有機化合物は、低分子有機化合物の組み合わせ(ホスト材料とドーパント
材料)と、高分子有機化合物とに大別され得る。
【０００３】
　電界発光する高分子有機化合物の例には、ＰＰＶと称されるポリパラフェニレンビニレ
ンやその誘導体などが含まれる。電界発光する高分子有機化合物を利用した有機ＥＬディ
スプレイパネルは、比較的低電圧で駆動でき、消費電力が低いことが特徴である。また、
高分子有機化合物は、キシレンやトルエンなどの芳香族系の有機溶剤に溶解させ、インク
化することが可能である。インク化することでインクジェット法などの印刷工法で有機発
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光層を形成することが可能となり、ディスプレイパネルの大画面化に対応しやすいとされ
ており、現在積極的にその研究・開発が行われている。
【０００４】
　有機ＥＬデバイスは電極や正孔注入層、有機発光層などの複数のレイヤーからなる積層
デバイスである。それぞれのレイヤーの膜厚は有機ＥＬデバイスの発光特性にとって非常
に重要な要素である。中でも発光に直接寄与する有機発光層は、高度な膜厚均一性が求め
られる。膜厚のばらつきはパネルの輝度ムラや発光色ムラとして現れ、表示品質欠陥につ
ながるからである。このため、平坦な下地上に有機発光層を形成する技術が知られている
（例えば、特許文献１及び２参照。）。
【０００５】
　インクジェット法などの印刷法で有機発光層を形成する場合、バンクと呼ばれる隔壁に
よって規定された領域内にインクを塗布し、インク中の溶媒を乾燥させることで１００ｎ
ｍ程度の膜厚の有機発光層を形成する。有機発光層の膜形状は、塗布の方法、インクの物
性（沸点、粘度など）や、バンクの物性（濡れ性、膜厚、テーパー角など）、有機発光層
インクの乾燥条件などの要因により決定される。よって、インクの乾燥条件が変わると、
有機発光層の膜形状も変わってしまう。
【０００６】
　例えば、パネルの外周部ではインクの溶媒蒸気の濃度が低く、インクの乾燥が促進され
るので、パネルの中央部ではインクの乾燥速度が遅く、パネルの外周部ではインクの乾燥
速度が速い。このため、パネルの外周側に位置する画素の有機発光層は外側に向かって傾
き、膜形状が悪化する（例えば特許文献３参照）。特にパネルが大面積化すると、パネル
の中央部と外周部とで、乾燥速度の差が顕著になり、パネルの外周部で有機発光層の膜形
状がより悪化しやすかった。
【０００７】
　この問題を解決するために、パネルの中央部に、発光に寄与する素子（以下、「発光素
子」とも称する）を配置し、基板の外周部に非発光素子を配置する技術が知られている（
特許文献４～１０参照）。パネルの外周部の膜形状が悪い素子は発光させず、膜厚均一性
が優れたパネル中央部の阻止のみを発光させることから、非発光素子を有さない有機ＥＬ
ディスプレイパネルに比べて、輝度ムラや発光色ムラの少ない、表示品質に優れた有機Ｅ
Ｌディスプレイパネルを提供できる。
【０００８】
　図１Ａは、特許文献５に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの平面図であり、図１Ｂは
図１Ａに示された有機ＥＬディスプレイパネルのＭＭ’線による断面図である。図１Ａお
よび図１Ｂに示されるように、特許文献５に開示された有機ＥＬディスプレイパネルは、
発光素子１１１が配列された、有効発光領域Ａと、非発光素子１１１’が配列されたダミ
ー領域Ｂとを有する。このように、有機機能層の膜形状が悪いパネルの外周部をダミー領
域Ｂとし、有機機能層の膜形状が良好なパネルの中央部を有効発光領域Ａとすることで、
輝度ムラや発色ムラのない表示品質に優れた有機ＥＬディスプレイパネルを提供できる。
【０００９】
　また、図１Ｂに示されるように、発光素子１１１は、コンタクトホールを有するが、非
発光素子１１１’はコンタクトホールを有さない。
【００１０】
　しかし、図１に示された特許文献５に開示されたような有機ＥＬディスプレイパネルで
は、ダミー領域をいくら大きくしても、有効発光領域の縁に位置する発光素子が有する有
機機能層の膜形状を良好にすることはできなかった（比較例参照）。
【００１１】
　このため、特許文献５に開示されたような有機ＥＬディスプレイパネルでは、有効発光
領域の縁の発光素子と、その他の発光素子との間で輝度ムラや発光色ムラが生じ、表示品
質が低かった。
【００１２】
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　一方で、有効画素（発光素子）が配置されてなる有効発光領域の周囲に、ダミー画素（
非発光素子）が配置されてなるダミー領域を有する有機ＥＬ装置において、ダミー画素は
、電気的に非導通とする以外は有効画素と同様に構成される有機ＥＬ装置が知られている
（例えば特許文献１１及び１２参照。）。この有機ＥＬ装置のダミー画素は、有効画素と
同様にコンタクトホールを有する。
【００１３】
　コンタクトホールは平坦化膜に形成される。平坦化膜は一般に樹脂で構成される。この
平坦化膜に水分の吸着などによって水分が含有されると、有機ＥＬ素子内の他のレイヤー
に拡散することがある。そしてこのような水分が発光層や電荷注入層に入ると、発光特性
が低下することがある。ダミー画疎にも有効画素と同様にコンタクトホールを設ける上記
の有機ＥＬ装置では、このような平坦化膜の水分の拡散による発光特性の低下について、
検討の余地が残されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００４－０９５２９０号公報
【特許文献２】特開２００５－０９３２８０号公報
【特許文献３】特開２０１０－７３６０２号公報
【特許文献４】特許第３６２８９９７号公報
【特許文献５】特開２００５－２５９７１６号公報
【特許文献６】特開２００５－３１０７０８号公報
【特許文献７】特開２００９－０８１０９７号公報
【特許文献８】米国特許出願公開第２００５／０１４０２７４号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２００５／０２６４１７７号明細書
【特許文献１０】特開２００３－２４９３７５号公報
【特許文献１１】特開２００９－１４６８８５号公報
【特許文献１２】米国特許出願公開第２００９／０１２８０２０号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、有機ＥＬディスプレイパネルの有効
発光領域の縁における発光素子の機能層の膜形状を良好にし、輝度ムラや発光色ムラがな
く、表示品質が良好であり、かつ発光特性の低下がより抑制される有機ＥＬディスプレイ
パネルを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者は、鋭意研究の結果、有効発光領域の縁における発光素子の機能層の膜形状が
悪化するのは、有効発光領域の縁における発光素子が形状の異なるバンクを有することが
原因であることを見出した。さらに、有効発光領域の縁における発光素子が形状の異なる
バンクを有するのは、隣接する非発光素子がコンタクトホールを有さないことが原因であ
ることを見出した（比較例参照）。加えて、特定の位置の非発光素子に、コンタクトホー
ルに相当するホールを形成することによって、発光素子の発光特性の低下を抑制するのに
有効であることを見いだした。
【００１７】
　すなわち、本発明の第１は、以下に示す有機ＥＬディスプレイパネルに関する。
　［１］中央部に位置する有効発光領域と、外周部に位置し、前記有効発光領域を囲むダ
ミー領域とを有するＴＦＴパネルと、前記有効発光領域に配置された複数の発光素子と、
前記ダミー領域に配置された複数の非発光素子と、を有する有機ＥＬディスプレイパネル
であって、前記発光素子は、前記ＴＦＴパネルに内蔵された薄膜トランジスタと、前記Ｔ
ＦＴパネルにおける前記発光素子の領域の一端部に設けられたコンタクトホールと、前記
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ＴＦＴパネル上に配置され、前記コンタクトホールを介して前記薄膜トランジスタと接続
した画素電極と、前記画素電極上に配置された有機機能層と、前記ＴＦＴパネル上に配置
され、かつ前記有機機能層の配置領域を規定するバンクと、前記有機機能層上に配置され
た対向電極と、を有し、前記非発光素子は、前記ＴＦＴパネル上に配置されたバンクと、
前記バンクによって規定された領域内に形成された有機機能層と、を有し、前記複数の非
発光素子のうち、前記発光素子の領域の他端側で前記発光素子に隣接する前記非発光素子
のみが、前記ＴＦＴパネルにおける前記非発光素子の領域の一端部に設けられたホールを
さらに有する、有機ＥＬディスプレイパネル。
　［２］前記複数の非発光素子のうち、前記有効発光領域に隣接する前記非発光素子は、
前記ＴＦＴパネルに内蔵された薄膜トランジスタをさらに有し、前記非発光素子が有する
薄膜トランジスタは機能しない、［１］に記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
　［３］前記複数の非発光素子のうち、前記有効発光領域に隣接する前記非発光素子は、
前記ＴＦＴパネル上に配置された画素電極をさらに有する、［１］または［２］に記載の
有機ＥＬディスプレイパネル。
　［４］前記複数の非発光素子のうち、前記有効発光領域に隣接する前記非発光素子は、
対向電極を有さない、［１］～［３］のいずれか一つに記載の有機ＥＬディスプレイパネ
ル。
　［５］前記バンクは、前記素子の四方を囲む、［１］～［４］のいずれか一つに記載の
有機ＥＬディスプレイパネル。
　［６］前記バンクは、一列に並んだ前記素子を規定する、［１］～［４］のいずれか一
つに記載の有機ＥＬディスプレイパネル。
【００１８】
　本発明の第２は以下に示す有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法に関する。
　［７］［１］～［６］のいずれか一つに記載の有機ＥＬディスプレイパネルを製造する
方法であって、薄膜トランジスタが配置された基板上に平坦化膜を形成することで前記Ｔ
ＦＴパネルを準備するステップと、前記有効発光領域の前記ＴＦＴパネルの平坦化膜にお
ける前記発光素子の領域の一端部に前記コンタクトホールを形成し、前記ダミー領域のう
ち、前記発光素子の領域の他端側で前記発光素子に隣接する前記非発光素子が形成される
領域の前記ＴＦＴパネルの平坦化膜における前記非発光素子の領域の一端部にのみ、前記
ホールを形成するステップと、前記ＴＦＴパネルの前記有効発光領域に画素電極を形成す
るステップと、前記ＴＦＴパネル上に前記バンクを形成するステップと、前記バンクによ
って規定された領域内に前記有機機能層を塗布形成するステップと、前記ＴＦＴパネルの
前記有効発光領域上に前記対向電極を形成するステップと、を有する、有機ＥＬディスプ
レイパネルの製造方法。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルおよびその製造方法によれば、有効発光領域の縁
における発光素子の有機機能層の膜形状を良好にすることができる。また、平坦化膜に形
成される前記コンタクトホール及び前記ホールの数をより少なくすることができ、平坦化
膜の表面積を可能な限り小さくすることができる。よって、平坦化膜の水分の吸収と平坦
化膜からの他のレイヤーへの水分の拡散をより抑制することができる。このため、本発明
の有機ＥＬディスプレイパネルは、輝度ムラや発光色ムラが少なく、表示品質が高く、か
つ発光特性の低下をより抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】従来の有機ＥＬディスプレイパネルの平面図と断面図
【図２】パネルの縁からの有機機能層の膜形状の均一性の変化を示すグラフ
【図３】本発明の実施の形態１に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの平面図と断面図
【図４】本発明の実施の形態１に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの断面図の一部拡大
図
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【図５】本発明の実施の形態１に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの製造フローを示す
図
【図６】本発明の実施の形態２に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの断面図
【図７】本発明の実施の形態３に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの断面図
【図８】本発明の実施の形態４に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの断面図
【図９】本発明の実施の形態５に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの断面図
【図１０】本発明の実施の形態５に記載の有機ＥＬディスプレイパネルの断面図の一部拡
大図
【図１１】実施例の境界発光素子の有機発光層の断面プロフィール
【図１２】比較例の境界発光素子の有機発光層の断面プロフィール
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　１．本発明の有機ＥＬディスプレイパネル
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、各有機ＥＬ素子を独立して薄膜トランジスタ
で駆動するアクティブマトリクス型の有機ＥＬディスプレイパネルである。また、本発明
の有機ＥＬディスプレイパネルは、各有機ＥＬ素子の有機機能層が塗布法で形成される湿
式型の有機ＥＬディスプレイパネルである。本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、ト
ップエミッション型であってもボトムエミッション型であってもよい。
【００２２】
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、副画素がマトリクス状に配置されたＴＦＴパ
ネルを有する。ＴＦＴパネルは薄膜トランジスタ（以下「ＴＦＴ」とも称する）を内蔵す
る。ＴＦＴパネルは、基板と、基板上に配置されたＴＦＴと、基板およびＴＦＴを覆う平
坦化膜とを有する。
【００２３】
　ＴＦＴパネルの基板の材料は、ディスプレイパネルが、ボトムエミッション型か、トッ
プエミッション型かによって異なる。例えば、ディスプレイパネルがボトムエミッション
型の場合には、基板が透明であることが求められるので、基板の材料は、ガラスや透明樹
脂などであればよい。一方、ディスプレイパネルがトップエミッション型の場合には、基
板に透明性は求められないので、基板の材料は、絶縁性であれば任意である。
【００２４】
　平坦化膜は、基板上に配置されたＴＦＴによる凹凸を緩和して、ＴＦＴパネルの表面を
平坦にするためのものである。平坦化膜の厚さは、通常３～１０μｍであり、約５μｍで
ありうる。平坦化膜の材料は、樹脂などの有機物であってもよいし、ＳｉＯ２などの無機
物であってもよい。平坦化膜には後述する画素電極と、駆動ＴＦＴのソースまたはドレイ
ン電極とを接続するためのコンタクトホールが形成される。
【００２５】
　ＴＦＴパネルは、ＴＦＴパネルの中央部に位置する有効発光領域と、ＴＦＴパネルの外
周部に位置し、有効発光領域を囲むダミー領域と、を有する。有効発光領域には、複数の
発光素子（副画素）がマトリクス状に配置されている。またダミー領域には、複数の非発
光素子が配置されている。
【００２６】
　このように本発明では、有機機能層の膜形状が悪化しやすいＴＦＴパネルの外周部を非
発光領域（ダミー領域）とし、有機機能層の膜形状が良好なＴＦＴパネルの中央部を有効
発光領域とすることで、輝度ムラや発色ムラのない表示品質に優れた有機ＥＬディスプレ
イパネルを提供できる。
【００２７】
　図２は、有機機能層が塗布法で形成された有機ＥＬディスプレイパネルにおける各素子
の有機機能層の膜形状の均一性を示すグラフである。図２のグラフの横軸は、有機ＥＬデ
ィスプレイパネルの縁からの位置を示す。例えば、横軸の単位１０は、有機ＥＬディスプ
レイパネルの縁から１０個目の素子を意味する。図２のグラフの縦軸は、素子内における
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有機機能層の膜厚のばらつきの度合いを示す。縦軸の値が大きいほど、膜形状が悪いこと
を示す。図２に示されるように、有機ＥＬディスプレイパネルの縁付近では、素子の機能
層の膜形状が悪く、有機ＥＬディスプレイパネルの中央部では、素子の機能層の膜形状が
良好であることが示される。
【００２８】
　ダミー領域の大きさは特に限定されないが、有機ＥＬディスプレイパネルの縁から２～
１０列の素子を含むことが好ましく、２～５列の素子を含むことが特に好ましく、例えば
３列の素子を含む。図２に示されるように有機ＥＬディスプレイパネルの縁から４つ目の
素子以降では、有機機能層の膜厚のばらつきが１０％以下となる。このため、ダミー領域
が、有機ＥＬディスプレイパネルの縁から３列の素子を含むことで、有効発光領域におい
ける有機機能層の膜厚のばらつきを１０％以下に抑えることができる。次に発光素子およ
び非発光素子について説明する。
【００２９】
　（１）発光素子について
　発光素子は、ＴＦＴパネルに内蔵されたＴＦＴと、ＴＦＴパネルに設けられたコンタク
トホールと、ＴＦＴパネル上に配置された画素電極と、画素電極上に配置された有機機能
層と、有機機能層の配置領域を規定するバンクと、有機機能層上に配置された対向電極と
、を有する。
【００３０】
　ＴＦＴは、素子を駆動するためのデバイスである。ＴＦＴは、ソース電極およびドレイ
ン電極と、ソース電極およびドレイン電極を接続するチャネルと、チャネルを制御するゲ
ート電極とを有する。本発明では、ＴＦＴは、シリコン系であっても有機系であってもよ
い。
【００３１】
　コンタクトホールは、ＴＦＴパネルの平坦化膜に設けられた穴である。コンタクトホー
ル内には、ＴＦＴのソース電極またはドレイン電極と、画素電極とを接続する配線が配置
される。コンタクトホールは、発光素子においてより広い発光領域を実現する観点から、
ＴＦＴパネルにおける発光素子の領域の一端部に形成される。例えば発光素子が矩形等の
細長な形状を有する場合では、コンタクトホールは前記発光素子の領域の長手方向におけ
る一端部に形成されることが、上記の観点から好ましい。コンタクトホールの寸法は特に
限定されないが、例えば幅が５～２０μｍであり、深さが４～５μｍである。また、本発
明では、コンタクトホールは逆円錐型であってもよい。ここで「逆円錐型のコンタクトホ
ール」とは、画素電極側の開口部の径が、ＴＦＴ側の開口部の径よりも大きいコンタクト
ホールを意味する。具体的には、コンタクトホールの画素電極側の開口部の径が２０～１
０μｍであり、ＴＦＴ側の開口部の径が５～１５μｍであることが好ましい。
【００３２】
　画素電極は、ＴＦＴパネルの平坦化膜上に配置された導電層である。画素電極は通常、
陽極として機能するが、陰極として機能してもよい。画素電極の厚さは、通常、１００～
５００ｎｍであり、約１５０ｎｍでありうる。画素電極の材料は、ディスプレイパネルが
ボトムエミッション型であるかトップエミッション型であるかによって異なる。ディスプ
レイパネルがボトムエミッション型である場合、画素電極が透明電極であることが求めら
れるので、画素電極の材料には、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）やＩＺＯ
（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｚｉｎｃ　Ｏｘｉｄｅ）や酸化スズなどが含まれる。
【００３３】
　一方、ディスプレイパネルがトップエミッション型である場合、画素電極に光反射性が
求められるので、画素電極の材料には、銀を含む合金、より具体的には銀－パラジウム－
銅合金（ＡＰＣとも称する）や銀－ルビジジウム－金合金（ＡＲＡとも称する）やモリブ
デン－クロムの合金（ＭｏＣｒとも称する）やニッケル－クロム合金（ＮｉＣｒとも称す
る）やアルミニウム合金などが含まれる。
【００３４】
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　画素電極は、ＴＦＴパネルに設けられたコンタクトホールを介して、ＴＦＴのソース電
極またはドレイン電極と接続されている。また、画素電極上には正孔注入層が配置されて
いてもよい。正孔注入層は、画素電極から後述する有機機能層への正孔の注入を補助する
機能を有する層である。このため、正孔注入層は画素電極と有機機能層との間に配置され
る。
【００３５】
　正孔注入層の材料の例には、ポリスチレンスルホン酸をドープしたポリ（３，４－エチ
レンジオキシチオフェン）（ＰＥＤＯＴ－ＰＳＳと称される）や遷移金属の酸化物などが
含まれるが、正孔注入層の材料は、遷移金属の酸化物であることが好ましい。ＰＥＤＯＴ
からなる正孔注入層は塗布法で形成されることから、正孔注入層の膜厚が均一になりにく
い。またＰＥＤＯＴは導電性であるため、有機ＥＬ素子がショートするおそれが高い。一
方、遷移金属の酸化物からなる正孔注入層は、スパッタリングで形成されることから、均
一な膜厚を有する。
【００３６】
　遷移金属の例には、タングステンやモリブデン、チタン、バナジウム、ルテニウム、マ
ンガン、クロム、ニッケル、イリジウムおよびこれらの組み合わせなどが含まれる。好ま
しい正孔注入層の材料は、酸化タングステン（ＷＯｘ）または酸化モリブデン（ＭｏＯｘ
）である。正孔注入層の厚さは、通常、１０ｎｍ～１００ｎｍであり、約３０ｎｍであり
うる。また、画素電極から有機機能層への効率的に正孔の注入ができるのであれば、正孔
注入層は省略されてもよい。
【００３７】
　有機機能層は、少なくとも有機発光層を含み、画素電極上に配置された層である。有機
機能層は、バンクによって規定される領域に有機機能層の材料液を塗布することで形成さ
れる。有機機能層の材料液（有機機能層の材料をアニソールやシクロヘキシルベンゼンな
どの有機溶媒に溶解したインク）を、インクジェットなどの塗布法によって塗布すること
によって、容易かつ他の材料に損傷を与えることなく有機機能層を形成することができる
。
【００３８】
　有機発光層に含まれる有機ＥＬ材料は、塗布法で有機発光層を形成できるのであれば、
高分子であっても、低分子であってもよい。
【００３９】
　低分子系有機ＥＬ材料は、ドーパント材料とホスト材料との組み合わせを含む。ドーパ
ント材料の例にはＢＣｚＶＢｉ（４，７－ジフェニル－１，１０－フェナントロリン）、
クマリン、ルブレン、ＤＣＪＴＢ（［２－ｔｅｒｔ－ブチル－６－［２－（２，３，６，
７－テトラヒドロ－１，１，７，７－テトラメチル－１Ｈ，５Ｈ－ベンゾ［ｉｊ］キノリ
ジン－９－イル）ビニル］－４Ｈ－ピラン－４－イリデン］マロノニトリル）などが含ま
れ、ホスト材料の例には、ＤＰＶＢｉ（４，４’－ビス（２，２－ジフェニルエテニル）
ビフェニル）、Ａｌｑ３（トリス（８－キノリノラト）アルミニウム）などが含まれる。
【００４０】
　高分子有機ＥＬ材料の例には、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリアセチ
レン（Ｐｏｌｙ　ａｃｅｔｙｌｅｎｅ）およびその誘導体、ポリフェニレン（Ｐｏｌｙ　
ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ）およびその誘導体、ポリパラフェニレンエチレン（Ｐｏｌｙ　ｐａ
ｒａ　ｐｈｅｎｙｌｅｎｅ　ｅｔｈｙｌｅｎｅ）およびその誘導体、ポリ３－ヘキシルチ
オフェン（Ｐｏｌｙ　３－ｈｅｘｙｌ　ｔｈｉｏｐｈｅｎｅ（Ｐ３ＨＴ））およびその誘
導体、ポリフルオレン（Ｐｏｌｙ　ｆｌｕｏｒｅｎｅ　（ＰＦ））およびその誘導体など
が含まれる。高分子有機ＥＬ材料を含む有機発光層は、塗布法により形成しやすいことか
ら、有機発光層に含まれる有機ＥＬ材料は、高分子有機ＥＬ材料であることが好ましい。
【００４１】
　有機ＥＬ材料は各発光素子から所望の発色（レッドＲ、グリーンＧ、ブルーＢ）が生じ
るように、適宜選択される。例えば、レッド発光素子の隣にグリーン発光素子を配置し、
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グリーン発光素子の隣にブルー発光素子を配置し、ブルー発光素子の隣にレッド発光素子
を配置する。また、有機機能層の厚さは約５０～１５０ｎｍ（例えば６０ｎｍ）であるこ
とが好ましい。
【００４２】
　有機機能層は、さらに正孔輸送層（インターレイヤー）、電子輸送層などを有していて
もよい。正孔輸送層は、画素電極または正孔注入層への電子の侵入をブロックする役割や
、有機発光層に正孔を効率よく運ぶ役割などを有し、例えばポリアニリン系の材料からな
る層である。したがって、正孔輸送層は、画素電極または正孔注入層と有機発光層との間
に配置される。正孔輸送層の厚さは通常、１０ｎｍ以上１００ｎｍ以下であり、好ましく
は約３０ｎｍである。また、有機発光層へ効率的に正孔を輸送できるのであれば、正孔輸
送層は省略されてもよい。
【００４３】
　バンクは、有機機能層の配置領域を規定する部材である。バンクは、基板上に配置され
る。バンクの基板の表面からの高さは０．１～３μｍであることが好ましく、０．８μｍ
～１．２μｍであることが特に好ましい。バンクの高さが３μｍ超であった場合、後述す
る、全ての発光素子が共有する一つの対向電極がバンクによって分断される恐れがある。
また、バンクの高さが０．１μｍ未満であった場合、バンクによって規定された領域内に
塗布されたインクがバンクから漏れ出すおそれがある。
【００４４】
　また、バンクの形状は順テーパ状であることが好ましい。順テーパ状とは、バンクの壁
面が斜めになっており、バンクの壁面の傾斜角度（テーパ角度）が９０°以下であること
を意味する。バンクの形状がテーパ状である場合、テーパ角度は２０～８０°であり、特
に３０°～５０°であることが好ましい。バンクのテーパ角度が８０°超であった場合、
後述する全ての発光素子が共有する一つの対向電極がバンクによって分断される恐れがあ
る。
【００４５】
　バンクの材料は樹脂であれば特に限定されないが、フッ素含有樹脂を含むことが好まし
い。フッ素含有樹脂に含まれるフッ素化合物の例には、フッ化ビニリデン、フッ化ビニル
、三フッ化エチレン、およびこれらの共重合体等のフッ化樹脂などが含まれる。またフッ
素含有樹脂に含まれる樹脂の例には、フェノール－ノボラック樹脂、ポリビニルフェノー
ル樹脂、アクリル樹脂、メタクリル樹脂およびこれらの組み合わせが含まれる。
【００４６】
　フッ素含有樹脂のさらに具体的な例には、例えば特表２００２－５４３４６９号公報に
記載されているフッ素含有ポリマー（フルオロエチレン）とビニルエーテルとの共重合体
であるルミフロン（ＬＵＭＩＦＬＯＮ、登録商標、旭硝子）などが含まれる。
【００４７】
　バンクの壁面の濡れ性は低い。また、バンク壁面の上部の濡れ性は、バンク壁面の下部
の濡れ性よりも低いことが好ましい。バンク壁面の上部と水との接触角は８０°以上、好
ましくは９０°以上であることが好ましく、バンク壁面の上部とアニソールとの接触角は
、３０°～７０°であることが好ましい。一方、バンク壁面の下部とアニソールとの接触
角は、３°～３０°であることが好ましい。接触角が高いほど濡れ性が低いことを意味す
る。
【００４８】
　バンクは素子の四方を囲んでもよいし（実施の形態１～４参照）、一列に並んだ素子を
囲んでもよい（実施の形態５参照）。
【００４９】
　対向電極は有機機能層上に配置される導電性部材である。対向電極は通常陰極として機
能するが陽極として機能してもよい。対向電極の材料は、有機ＥＬディスプレイパネルが
ボトムエミッション型か、トップエミッション型かによって異なる。トップエミッション
型の場合には、対向電極が透明である必要があるので、対向電極の材料の例にはＩＴＯや
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ＩＺＯなどが含まれる。さらに、トップエミッション型の場合、有機機能層と対向電極と
の間に有機バッファー層を配置してもよい。
【００５０】
　一方、ボトムエミッション型の場合には対向電極が透明である必要はない。したがって
対向電極の材料は、導電性であれば任意である。このような対向電極の材料の例には、バ
リウム（Ｂａ）や酸化バリウム（ＢａＯ）、アルミニウム（Ａｌ）などが含まれる。
【００５１】
　対向電極は通常、スパッタリングにより形成される。また、有機ＥＬディスプレイパネ
ルに含まれる全ての発光素子は、１の対向電極を共有してもよい。有機ＥＬディスプレイ
パネルに含まれる全ての発光素子が共有する対向電極は、共通電極とも称される。共通電
極は有機機能層だけではなく、バンクも覆う（図３Ｂ参照）。
【００５２】
　（２）非発光素子について
　非発光素子は、少なくともＴＦＴパネル上に配置されたバンクと、バンクによって規定
された領域内に形成された有機機能層と、を有する。非発光素子は、さらに、ＴＦＴ、画
素電極、対向電極を有していてもよい。
【００５３】
　本発明では、非発光素子のうち、少なくとも前記発光素子の他端側で前記発光素子に隣
接する非発光素子（以下「境界非発光素子」とも称する）が、ＴＦＴパネルの平坦化膜に
設けられたホール（以下「ダミーホール」とも称する）を有することを特徴とする。
【００５４】
　境界非発光素子が有するダミーホールの寸法（幅、深さ）は、発光素子が有するコンタ
クトホールの寸法と同じであることが好ましい。また、境界非発光素子内におけるダミー
ホールの相対的位置は、発光素子内におけるコンタクトホールの相対的位置と同じである
ことが好ましい。ここでホールの「相対的位置」とは、素子の中心対するホールの位置を
意味する。すなわち、ＴＦＴパネルが境界非発光素子の領域の一端部に前記ホールを有す
ることが好ましい。
【００５５】
　このように、境界非発光素子が、ＴＦＴパネルの平坦化膜に形成されたダミーホールを
有することで、有効発光領域の縁に位置する発光素子（以下「境界発光素子」とも称する
）とそれ以外の発光素子との間で有機機能層の膜形状がばらつくことを抑えることができ
る。以下、境界非発光素子にダミーホールを設けることと、発光素子間での有機機能層の
膜形状のばらつきを抑えることとの関係について説明する。
【００５６】
　従来のように非発光素子がコンタクトホールを有さない有機ＥＬディスプレイパネル（
図１参照）では、境界発光素子が有するバンクのパターンと、それ以外の発光素子が有す
るバンクのパターンとが異なっていた。より具体的には、境界発光素子が有するバンクの
うち有効発光領域とダミー領域との境界を構成するバンク（以下、「境界バンク」とも称
する）の形状と、その他の発光素子のバンク（以下「有効発光領域の内部のバンク」とも
称する）の形状とが異なっていた（図１２Ａ参照）。
【００５７】
　これは、バンクの形状が、バンクの下地、すなわちＴＦＴパネルの平坦化膜の表面の凹
凸形状に依存し（図４参照）、さらに平坦化膜の凹凸形状は、隣接する素子のホール（コ
ンタクトホールまたはダミーホール）の有無に依存するからである（図４）。すなわち有
効発光領域の内部のバンクが区切る発光素子は、コンタクトホールを有するが、一方で、
境界バンクは、コンタクトホールを有さない非発光素子も区切るためである。
【００５８】
　また、塗布形成される有機機能層の形状は、有機機能層の材料液が塗布される領域を規
定するバンクの形状に影響される。このため、従来の有機ＥＬディスプレイパネルのよう
に境界発光素子のバンクのパターンと、それ以外の発光素子のバンクのパターンとが異な
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ると、境界発光素子の有機機能層の膜形状と、それ以外の発光素子の有機機能層の膜形状
とが異なる。
【００５９】
　一方、本発明では、境界非発光素子がＴＦＴパネルの平坦化膜に形成されたダミーホー
ルを有するので、有効発光領域の内部のバンクと同様に、境界バンクが区切る素子は全て
ホールを有する。このため、本発明では、境界バンクの形状と有効発光領域の内部のバン
クの形状とが等しくなる（図１１Ａ参照）。したがって、本発明では、境界発光素子と他
の発光素子とでバンクのパターンにばらつきが少ない。このため、本発明では、境界発光
素子とそれ以外の発光素子とで、有機機能層の膜形状にもばらつきが少ない。これにより
、輝度ムラや発光色ムラが少ない発光特性に優れた有機ＥＬディスプレイパネルを提供す
ることが可能となる。
【００６０】
　また、本発明では、前記境界非発光素子がダミーホールを有するので、境界非発光素子
に該当しない非発光素子はダミーホールを有さない。よって、平坦化膜に形成されるコン
タクトホール及びダミーホールの数を、上記のパターンばらつき抑制効果が得られる最低
限の数とすることができる。これにより、平坦化膜への水分の吸着や、平坦化膜に吸収さ
れた水分の他のレイヤーへの拡散による発光特性の低下、がより抑制された有機ＥＬディ
スプレイパネルを提供することが可能となる。
【００６１】
　２．本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの製造方法
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、本発明の効果を損なわない限り、任意の方法
で製造され得る。
【００６２】
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルの好ましい製造方法の一例は、
　１）ＴＦＴパネルを準備する第１ステップと、
　２）ＴＦＴパネルにコンタクトホールおよびダミーホールを形成する第２ステップと、
　３）ＴＦＴパネルの有効発光領域に画素電極を形成する第３ステップと、
　４）ＴＦＴパネル上にバンクを形成する第４ステップと、
　５）バンクによって規定された領域内に有機機能層の材料液を塗布し、有機機能層を形
成する第５ステップと、を有する。以下、それぞれのステップについて説明する。
【００６３】
　１）第１ステップでは、ＴＦＴパネルを準備する。ＴＦＴパネルは例えば、基板上にＴ
ＦＴを作製し、ＴＦＴが作製された基板上に平坦化膜を配置することで製造される。
【００６４】
　基板上にＴＦＴを形成するには、例えば、基板上にゲート電極、ゲート絶縁膜、ソース
電極、ドレイン電極、半導体膜、パッシベーション膜などの層を、スパッタリング法やフ
ォトリソグラフィ法を用いて形成すればよい。
【００６５】
　また、平坦化膜は例えば、感光性樹脂からなる膜を成膜し、光硬化させてもよいし、Ｓ
ｉＯ２などの無機物からなる膜をスパッタリングなどで成膜してもよい。
【００６６】
　２）第２ステップでは、ＴＦＴパネルにコンタクトホールおよびダミーホールを形成す
る。具体的には、有効発光領域のＴＦＴパネルの平坦化膜にコンタクトホールを形成し、
ダミー領域のうち、境界非発光素子が形成される領域のＴＦＴパネルの平坦化膜にダミー
ホールを形成する。平坦化膜に形成されるコンタクトホールおよびダミーホールは、フォ
トリソグラフィ法またはエッチングによって形成すればよい。
【００６７】
　３）第３ステップでは、ＴＦＴパネルの有効発光領域に画素電極を形成する。画素電極
は、例えば、ＴＦＴパネル上に蒸着法やスパッタリング法などにより画素電極の材料から
なる膜を形成し、形成された膜を所望の形状にパターニングすればよい。
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【００６８】
　４）第４ステップでは、バンクを形成する。バンクは、例えば、フォトリソグラフィプ
ロセス（塗布、ベーク、露光、現像、焼成）で形成する。このようにバンクをフォトリソ
グラフィプロセスで形成する場合、バンクの形状は、バンクが形成される下地（平坦化膜
）の凹凸形状の影響を受ける。そして、平坦化膜の凹凸形状は隣接する素子のホールにも
影響を受ける。
【００６９】
　５）第５ステップでは、バンクによって規定された領域内に、有機機能層の材料液を塗
布する。塗布する材料液は、所望の有機機能層の材料および溶媒を含む。溶媒の例には、
アニソールなどの芳香族系の溶媒が含まれる。塗布する手段は特に限定されない。塗布す
る手段の例には、インクジェット、ディスペンサー、ノズルコート、スピンコート、ダイ
コート、凹版印刷、凸版印刷などが含まれる。好ましい塗布手段は、インクジェットであ
る。
【００７０】
　具体的には、有効発光領域およびダミー領域の両方に有機機能層の材料液を塗布する。
そして、塗布した材料液を乾燥、ベークすることで有機機能層を形成する。このように、
有効発光領域およびダミー領域の両方に有機機能層の材料液を塗布することで、ダミー領
域には、膜形状の悪い有機機能層が形成されるが、有効発光領域には膜形状のよい有機機
能層を形成することができる。
【００７１】
　また、本実施の形態では、境界発光素子が有するバンクの形状が等しいので、境界発光
素子でも、膜形状のよい有機機能層を形成することができる。
【００７２】
　以下図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明するが、本発明の範囲は、以
下の実施の形態に限定されない。
【００７３】
　（実施の形態１）
　実施の形態１では、トップエミッション型の有機ＥＬディスプレイパネルについて説明
する。
【００７４】
　図３Ａは、実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネル１００の平面の一部拡大図を示
し、図３Ｂは図３Ｂに示された有機ＥＬディスプレイパネル１００のＡＡ’線による断面
図の要部を示す。
【００７５】
　図３Ａおよび図３Ｂに示されるように、有機ＥＬディスプレイパネル１００は、素子（
副画素）がマトリクス状に配置されたＴＦＴパネル１１０を有する。ＴＦＴパネル１１０
は、発光素子１２０が配置された有効発光領域Ｌと、非発光素子１３０が配置されたダミ
ー領域Ｄと、を有する。
【００７６】
　図３Ｂに示されるようにＴＦＴパネル１１０は、基板１０１と、基板１０１上に配置さ
れたＴＦＴ１０３と、基板１０１およびＴＦＴ１０３上に配置された平坦化膜１０５と、
平坦化膜１０５に形成されたコンタクトホール１０７およびダミーホール１０９とを有す
る。
【００７７】
　発光素子１２０は、ＴＦＴ１０３、コンタクトホール１０７、反射陽極（画素電極）１
２１、正孔注入層１２３、有機発光層１２５、バンク１２７、透明陰極（対向電極）１２
９を有する。コンタクトホール１０７は、発光素子１２０の長軸方向の一方の端部に位置
する。
【００７８】
　反射陽極１２１は例えば、ＡＰＣ合金からなる。好ましい反射陽極１２１の厚さは１０
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０～２００ｎｍである。
【００７９】
　正孔注入層１２３は反射陽極１２１上に配置される。正孔注入層１２３は、タングステ
ンオキサイド（ＷＯｘ）からなる。正孔注入層１２３の好ましい厚さは５～３０ｎｍであ
る。
【００８０】
　有機発光層１２５は、正孔注入層１２３上に配置される。有機発光層１２５の好ましい
厚さは、５０～１５０ｎｍである。有機発光層１２５は、ポリフルオレンの誘導体からな
る層である。
【００８１】
　バンク１２７は正孔注入層１２３上に正孔注入層１２３の一部が露出するように配置さ
れる。本実施の形態では、バンク１２７は発光素子１２０の四方を囲む。好ましいバンク
１２７の正孔注入層１２３からの高さは、２００ｎｍ～３μｍである。
【００８２】
　透明陰極１２９は、有機発光層１２５上に配置される、光透過性の導電層である。透明
陰極１２９の材料は、例えばＩＴＯである。
【００８３】
　非発光素子１３０は、正孔注入層１２３、有機発光層１２５、透明陰極１２９を有する
。また、非発光素子１３０のうち、有効発光領域Ｌの他端側で有効発光領域Ｌに隣接する
非発光素子（境界非発光素子）１３０Ｘは、ダミーホール１０９を有する。ダミーホール
１０９は、発光素子におけるコンタクトホール１０７と同様に、非発光素子１３０の長軸
方向の一方の端部に位置する。このように、非発光素子１３０におけるダミーホール１０
９の相対的位置は、発光素子１２０におけるコンタクトホール１０７の相対的位置と同じ
である。
【００８４】
　図４は、図３Ｂに示された有機ＥＬディスプレイパネルの一部拡大図である。図４に示
されるように、本実施の形態では、有効発光領域の内部のバンク１２７Ｙの一部がコンタ
クトホール上に形成されるので、バンク１２７Ｙの一部が隣接する発光素子１２０のコン
タクトホール１０７の影響を受けて凹む。また、本発明では、境界非発光素子１３０Ｘに
もダミーホール１０９が設けられているので、有効発光領域Ｌとダミー領域との境界を構
成する境界バンク１２７Ｘ（図３Ａの符号Ｘ参照）もダミーホール１０９の影響を受けて
凹む。このため本実施の形態では、境界バンク１２７Ｘの形状と、バンク１２７Ｙの形状
とのばらつきが少ない。
【００８５】
　このように、本実施の形態によれば、境界バンク１２７Ｘの形状と、内部バンク１２７
Ｙの形状とが等しいので、境界発光素子１２０Ｘの有機発光層１２５の膜形状を良好にす
ることができる。
【００８６】
　このような有機ＥＬディスプレイパネル１００の反射陽極１２１と透明陰極１２９との
間に電圧を印加すると、反射陽極１２１から正孔が、透明陰極１２９から電子が有機発光
層１２５に注入される。注入された正孔および電子は、有機発光層１２５の内部で結合し
、励起子が発生する。この励起子によって有機発光層１２５が発光し、透明陰極１２９を
通して光が発せられる。
【００８７】
　次に図５Ａ～図５Ｅを参照しながら、本実施の形態の有機ＥＬディスプレイパネル１０
０の製造方法について説明する。図５Ａ～図５Ｅに示されるように、有機ＥＬディスプレ
イパネル１００の製造方法は、１）ＴＦＴパネル１１０を準備する第１ステップ（図５Ａ
）と、２）ＴＦＴパネル１１０の有効発光領域Ｌ上に反射陽極１２１および正孔注入層１
２３を形成する第２ステップ（図５Ｂ）と、３）ＴＦＴパネル１１０上にバンク１２７を
形成する第３ステップ（図５Ｃ）、４）バンク１２７によって規定された領域に、有機発
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光層１２５を塗布形成する第４ステップ（図５Ｄ）、５）有機発光層１２５およびバンク
１２７を覆うように透明陰極１２９を形成する第５ステップ（図５Ｅ）を有する。
【００８８】
　１）図５Ａは第１ステップを示す。図５Ａに示されるように第１ステップでは、ＴＦＴ
パネル１１０を準備する。発光素子の領域に配置されるＴＦＴ１０３を有する基板１０１
上に平坦化膜１０５を形成し、発光素子の一端部の位置にコンタクトホール１０７をそれ
ぞれ形成し、前記境界非発光素子の一端部の位置にダミーホール１０９をそれぞれ形成す
る。
【００８９】
　２）図５Ｂは第２ステップを示す。図５Ｂに示されるように第２ステップでは、ＴＦＴ
パネル１１０の有効発光領域Ｌ上に反射陽極１２１および正孔注入層１２３を形成する。
反射陽極１２１は、例えば、ＴＦＴパネル１１０上に蒸着法やスパッタリング法などによ
り反射陽極１２１の材料からなる膜を形成し、形成された膜を所望の形状にパターニング
すればよい。同様に正孔注入層１２３もＴＦＴパネル１１０上に蒸着法やスパッタリング
法などにより正孔注入層１２３の材料からなる膜を形成し、形成された膜を所望の形状に
パターニングすればよい。
【００９０】
　３）図５Ｃは第３ステップを示す。図５Ｃに示されるように、第３ステップでは、ＴＦ
Ｔパネル１１０上にバンク１２７を形成する。バンク１２７は、例えばフォトリソグラフ
ィ法によって形成される。具体的には塗布されたバンク材料を、プリベーク、露光、現像
、ポストベークすることでバンク１２７が形成される。フォトリソグラフィ法の条件は特
に限定されないが、例えばプリベークを１００℃で２分間行い；照射光を３６５ｎｍがメ
インピークであるｉ線とし；照射量を露光量２００ｍＪ／ｃｍ２とし；現像を０．２％の
ＴＭＡＨで６０秒間行い；ポストベークを２２０℃のクリーンオーブンで６０分間行えば
よい。また、ＴＦＴパネル１１０の有効発光領域Ｌ上では、バンク１２７は、正孔注入層
１２３の少なくとも一部が露出するように、形成される。
【００９１】
　４）図５Ｄは第４ステップを示す。図５Ｄに示されるように、バンク１２７によって規
定された領域に、有機発光層１２５の材料液を、例えばインクジェット法で塗布する。イ
ンクジェット法で塗布された有機発光層１２５の材料液を、乾燥、ベークさせる。乾燥は
例えば、真空チャンバー内で、減圧しながら行う。減圧は圧力５Ｐａ程度になるまで行わ
れる。乾燥中の温度は２５℃である。ベークは、例えば１３０℃のホットプレートで１０
分間行なう。
【００９２】
　５）図５Ｅは第５ステップを示す。図５Ｅに示されるように、第５ステップでは、有機
発光層１２５およびバンク１２７を覆うように透明陰極１２９を形成する。透明陰極１２
９は、例えば、蒸着法により形成される。
【００９３】
　（実施の形態２）
　実施の形態１では、非発光素子がＴＦＴを有さない形態について説明した。実施の形態
２では、非発光素子がＴＦＴを有する形態について説明する。
【００９４】
　図６は、本発明の実施の形態２の有機ＥＬディスプレイパネル２００の断面図である。
実施の形態１の有機ＥＬディスプレイパネル１００と同一の構成要素については説明を省
略する。図６に示されるように、本実施の形態では、非発光素子１３０がＴＦＴ１０３を
有する。本実施の形態では全ての非発光素子１３０がＴＦＴ１０３を有するが、少なくと
も境界非発光素子１３０ＸがＴＦＴ１０３を有すればよい。
【００９５】
　このように、境界非発光素子１３０ＸにＴＦＴ１０３を設けることで、境界発光素子１
２０Ｘの有機発光層１２５の膜形状をより良好にできる。
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【００９６】
　バンクの形状は、隣接する素子のコンタクトホールの有無だけでなく、隣接する素子の
ＴＦＴの有無によっても影響される。このため、境界非発光素子１３０ＸにＴＦＴ１０３
を設けることで、このため境界バンク１２７Ｘの形状と、内部バンク１２７Ｙの形状とを
より等しくすることができる。この結果、境界発光素子１２０Ｘの有機発光層１２５の膜
形状をより良好にできる。
【００９７】
　（実施の形態３）
　実施の形態２では、非発光素子が画素電極（反射陽極）および正孔注入層を有さない形
態について説明した。実施の形態３では、非発光素子が画素電極および正孔注入層を有す
る形態について説明する。
【００９８】
　図７は、本発明の実施の形態３の有機ＥＬディスプレイパネル３００の断面図である。
実施の形態２の有機ＥＬディスプレイパネル２００と同一の構成要素については説明を省
略する。図７に示されるように、本実施の形態では、非発光素子１３０が、反射陽極１２
１を有する。本実施の形態では全ての非発光素子１３０が反射陽極１２１を有するが、少
なくとも境界非発光素子１３０Ｘが反射陽極１２１を有すればよい。
【００９９】
　このように、境界非発光素子１３０Ｘに反射陽極１２１を設けることで、境界発光素子
１２０Ｘの有機発光層１２５の膜形状をより良好にできる。
【０１００】
　バンクの形状は、隣接する素子のコンタクトホールの有無だけでなく、隣接する素子の
画素電極の有無によっても影響される。このため、境界非発光素子１３０Ｘに反射陽極１
２１を設けることで、境界バンク１２７Ｘの形状と、内部バンク１２７Ｙの形状とをより
等しくすることができる。この結果、境界発光素子１２０Ｘの有機発光層１２５の膜形状
をより良好にできる。
【０１０１】
　また、本実施の形態では、非発光素子１３０が有するＴＦＴ１０３がトランジスタとし
て機能しない。ＴＦＴ１０３からトランジスタとしての機能を奪うには、例えば、ダミー
ホール内に導電性部材を配置せず、ＴＦＴ１０３と反射陽極１２１とを電気的に接続しな
ければよい。このように非発光素子１３０が有するＴＦＴ１０３を機能させないことで、
非発光素子１３０が意図せず発光することを防止することができる。
【０１０２】
　（実施の形態４）
　実施の形態４では、非発光素子が対向電極を有さない形態について説明する。
【０１０３】
　図８は、本発明の実施の形態４の有機ＥＬディスプレイパネル４００の断面図である。
実施の形態３の有機ＥＬディスプレイパネル３００と同一の構成要素については説明を省
略する。図８に示されるように、本実施の形態では、非発光素子１３０が、透明陰極１２
９を有さない。具体的には、透明陰極１２９は有効発光領域Ｌにのみ形成されダミー領域
Ｄには形成されない。このように、透明陰極１２９を有効発光領域Ｌにのみ形成するには
、蒸着で透明陰極１２９を形成する際に、メタルマスクなどを用いればよい。
【０１０４】
　このように、非発光素子１３０が、透明電極１２９を有さないことで、非発光素子１３
０が、意図せず発光することをより確実に防止できる。
【０１０５】
　（実施の形態５）
　実施の形態５では、バンクが一列に並んだ素子を規定する形態について説明する。
【０１０６】
　図９Ａは、実施の形態５の有機ＥＬディスプレイパネル５００の平面の一部拡大図を示
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し、図９Ｂは図９Ａに示された有機ＥＬディスプレイパネル５００のＡＡ’線による断面
図の要部を示す。また、図１０は、図９Ｂに示された有機ＥＬディスプレイパネル５００
の一部拡大図である。
【０１０７】
　図９Ａ、図９Ｂおよび図１０に示されるように、本実施の形態では、バンク１２７は一
列に配列された素子を規定するライン状のバンクである。バンク１２７は、フォトリソグ
ラフィ法によって形成される場合、現像からポストベークの間の比較的不安定な状態にお
いて、バンク１２７の近傍の下地の影響を受けやすい。より具体的には、上記の比較的不
安定な状態では近傍のコンタクトホール１０７に流れ込んだり、コンタクトホール１０７
に向けて撓むように変形しやすい。このため、ライン状のバンク１２７のように、コンタ
クトホール１０７上には形成されないバンクであっても、コンタクトホール１０７の影響
がバンク１２７の形状に及ぶことがある。したがって、本実施の形態でも、各発光素子は
、コンタクトホール１０７に影響されたバンク１２７によって規定される。よって、本実
施の形態でも、前記境界非発光素子の一端部の位置にダミーホール１０９を形成すること
によって、発光領域Ｌにおける発光素子の膜形状を良好にすることができる。さらに、バ
ンク１２７をライン状とすることで、塗布された有機発光層１２５の材料液が、素子間を
移動することができ、素子間で有機発光層１２５の膜厚をより均一にすることができる。
【０１０８】
　（実施例）
　実施例では、実施の形態４の有機ＥＬディスプレイパネルを作製した。まず、旭硝子株
式会社製ガラス基板ＡＮ１００（３７０ｍｍ×４７０ｍｍ×０．７ｍｍ）上に平坦化膜を
５μｍの厚さで形成し、ＴＦＴパネルを作成した。
【０１０９】
　具体的には、スピンコートで平坦化膜の材料（東レ株式会社製のフォトニースＤＬ－１
０００）を塗布されたガラス基板上を、１２０℃のホットプレートで３分間プリベークし
、クロムマスクを用いて波長３６５ｎｍをメインピークとする紫外光でホールが形成され
る箇所を露光（露光量：１５０ｍＪ／ｃｍ２）し、東京応化工業株式会社製の現像液ＮＭ
Ｄ－３（ＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニウムハイドロオキサイド）：２．３８％）に浸
漬させ、そして、２３０℃のクリーンオーブンで３０分間ポストベークした。
【０１１０】
　これによりホールが形成されたＴＦＴパネルを形成した。実施例では、境界非発光素子
にもホールを形成した。
【０１１１】
　準備したＴＦＴパネルに反射電極として銀－パラジウム－銅（ＡＰＣ）膜を１５０ｎｍ
の厚さでスパッタリング法により形成した。反射電極上に、正孔注入層としてＷＯｘ膜を
３０ｎｍの厚さでスパッタリング法により形成した。
【０１１２】
　形成したＷＯｘ上に、バンクをフォトリソグラフィ法により形成した。バンクの材料は
旭硝子製のアクリル材料を用いた。具体的には、スピンコート法によりＴＦＴパネル上に
塗布し、温度１００℃で２分間プリベークした。次に、フォトマスクを介して紫外光を照
射した。実施例で用いたバンク材料はネガ型材料であるので、露光された部分のバンク材
料が架橋反応し硬化する。照射した紫外光の波長は３６５ｎｍをメインピークとするブロ
ードである。露光照度は２０ｍＷ／ｃｍ２で、照射時間は１０秒間とした。そして、露光
されたバンク材料を、０．２％のＴＭＡＨ水溶液（東京応化製ＮＭＤ－３）を用いて現像
し、バンク材料をパターニングした。そして、純水で、現像液の洗浄を行なった後、ＴＦ
Ｔパネルを２２０℃のクリーンオーブンにて６０分間ポストベークした。
【０１１３】
　次に発光材料を含むインクをインクジェット法により、バンクによって規定された領域
内に塗布した。インクの溶媒はシクロヘキシルベンゼンを用いた。そして、塗布したイン
クを減圧乾燥で乾燥させた。具体的には、ＴＦＴパネルを真空チャンバーに投入し、真空
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ポンプでチャンバー内の気圧が１０Ｐａになるまで排気することで塗布したインクを乾燥
させた。排気時間を３０秒間とし、乾燥温度は２５℃とした。その後、ＴＦＴパネルを１
３０℃のホットプレートで１０分間さらにベークした。
【０１１４】
　以上の方法で作製した有機ＥＬディスプレイパネルの境界発光素子の有機発光層の膜形
状を原子間力顕微鏡（タカノ株式会社製　ＡＳ－７Ｂ）で測定し、境界発光素子の有機発
光層の断面プロファイルを求めた。境界発光素子の有機発光層の断面プロファイルを図１
１Ａに示す。図１１Ａに示されたプロファイルは、図１１ＢのＢＢ’線による断面のプロ
ファイルである。図１１Ａにおいて、縦軸は膜厚（ｎｍ）を、横軸は基板上における測定
位置を表し、Ｉはバンク、IIはコンタクトホール、II'はダミーホール、IIIは有機発光層
を示す。
【０１１５】
　また、図１１Ａの断面プロファイルから境界発光素子の有機発光層の膜厚左右差を以下
の式で求めた。
　［式１］膜厚左右差＝（左端での膜厚）－（右端での膜厚）
　（左端は左側のバンクの頂部から７．５μｍ素子の中心側の有機発光層の点を意味し、
右端は右側のバンクの頂部から７．５μｍ素子の中心側の有機発光層の点を意味する。）
【０１１６】
　このように求められた境界発光素子の有機発光層の膜厚左右差を表１に示す。
【０１１７】
　（比較例）
　比較例では、ＴＦＴパネルのダミー領域にはダミーホールを形成しなかった以外は、実
施例と同様に有機ＥＬディスプレイパネルを作製した。比較例の有機ＥＬディスプレイパ
ネルの境界発光素子の有機発光層の膜形状を原子間力顕微鏡（タカノ株式会社製　ＡＳ－
７Ｂ）で測定し、境界発光素子の有機発光層の断面プロファイルを求めた。境界発光素子
の有機発光層の断面プロファイルを図１２Ａに示す。図１２Ａにおいて、縦軸は膜厚（ｎ
ｍ）を、横軸は基板上における測定位置（ｎｍ）を表す。図１２Ａに示されたプロファイ
ルは、図１２ＢのＢＢ’線による断面のプロファイルである。
【０１１８】
　また、図１２Ａの断面プロファイルから算出した境界発光素子の有機発光層の膜厚左右
差を表１に示す。
【０１１９】
　（実施例および比較例の評価）
　図１１Ａに示されるように、実施例では、バンクの高さが素子の両端で等しい。一方、
図１２Ａに示されるように、比較例ではバンクの高さが素子の両端で異なっている。具体
的には、コンタクトホールが形成されている側のバンクは、コンタクトホールが形成され
てない側のバンクに比べて、２００ｎｍ程度低くなっている。この結果は、境界非発光素
子が有するホールが、境界発光素子が有するバンクの形状に影響を与えることを示唆する
。
【０１２０】
　また、比較例では境界発光素子のコンタクトホール端のバンクの高さが、境界バンクの
高さよりも低くなったのは、コンタクトホール側では、バンク材料の塗布時にバンク材料
がコンタクトホールに流れ込んだことに起因すると考えられる。
【０１２１】
【表１】
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【０１２２】
　次に表１を参照しながら、実施例および比較例の有機ＥＬディスプレイパネルの境界発
光素子の有機発光層の膜形状について説明する。表１には、実施例および比較例の境界発
光素子の有機発光層の膜厚左右差を示す。膜厚左右差の値が大きいほど、膜の傾きが大き
く、膜形状が悪いことを示す。
【０１２３】
　表１に示されるように、実施例では膜厚左右差が０．４ｎｍであるのに対し、比較例で
は膜厚左右差は２．８ｎｍと、大きくなっている。この結果は、比較例と比較して、実施
例では境界発光素子の有機発光層の膜形状が大きく改善されていることを示唆する。
【０１２４】
　また、比較例では膜厚左右差は２．８ｎｍと大きくなったのは、バンクの高さが素子の
両端で異なっていることに起因すると考えられる。前述したように、有機発光層の膜形状
はバンクの物性の影響を受けるので、バンクの高さが素子の両端で異なると、有機発光層
の膜形状も両端で異なると考えられるからである。
【０１２５】
　以上の結果を総括すると、境界非発光素子にもホールを形成することで、境界バンクの
形状が、他の有効発光領域バンクの形状と等しくなり、境界発光素子の有機発光層の形状
も均一になることが示唆される。
【０１２６】
　本出願は、２０１０年１２月２０日出願の特願２０１０－２８３１１５に基づく優先権
を主張する。当該出願明細書に記載された内容は、すべて本願明細書に援用される。
【産業上の利用可能性】
【０１２７】
　本発明の有機ＥＬディスプレイパネルは、有効発光画素の他端側で有効発光画素に隣接
するダミー画素にもダミーホールを形成することで、有効発光領域の最外周においても、
膜形状が均一な発光層を形成することができる。これにより、パネル面内で輝度ムラや発
光色ムラの少ない、表示品質に優れた有機ＥＬディスプレイパネルを提供することができ
る。
【符号の説明】
【０１２８】
　１００、２００、３００、４００、５００　有機ＥＬディスプレイパネル
　１０１　基板
　１０３　ＴＦＴ
　１０５　平坦化膜
　１０７　コンタクトホール
　１０９　ダミーホール
　１１０　ＴＦＴパネル
　１２０　発光素子
　１２１　反射陽極
　１２３　正孔注入層
　１２５　有機発光層
　１２７　バンク
　１２９　透明陰極
　１３０　非発光素子
　Ｄ　ダミー領域
　Ｌ　有効発光領域
 
【要約】
本発明は、輝度ムラや発光色ムラがなく、表示品質が良好であり、かつ発光特性の低下が
より抑制される有機ＥＬディスプレイパネルを提供する。本発明は、中央部に位置する有
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効発光領域Ｌと、外周部に位置し、有効発光領域Ｌを囲むダミー領域Ｄとを有するＴＦＴ
パネル１１０と、有効発光領域Ｌに配置された複数の発光素子１２０と、ダミー領域Ｄに
配置された複数の非発光素子１３０と、を有する有機ＥＬディスプレイパネルであって、
複数の非発光素子１３０のうち、有効発光領域Ｌに隣接する非発光素子１３０Ｘは、ＴＦ
Ｔパネル１１０に設けられたダミーホール１０９をさらに有する、有機ＥＬディスプレイ
パネルを提供する。
【選択図】図３

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】
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